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Тема дисертації:
1. Формування гетероструктур Ge33As12Se55 - p-Si, механiчнi властивостi та особливостi переносу носiєв
заряду в них

2. Formation of Ge33As12Se55 - p-Si heterostructures, their mechanical features and peculiarities of charge beares
transfrerence

Реферат:
1. Об'єкт дослiдження: гетероструктура халькогенiдне скло Ge33As12Se55 - кристалiчний p-Si. Мета
дослiдження: на основi розрахункiв та експериментальних дослiджень розкрити особливостi переносу i
накопичення носїїв заряду в гетероструктурах Ge33As12Se55 - p-Si, а також вплив на їх механiчнi властивостi
технологiчних режимiв одержання плiвок, термообробки i високоенергетичного електронного опромiнення.
Методи дослiдження та апаратура: лазерної iнтерферометрiї, вольт-амперних характеристик на постiйному i
змiнному струмi, вольт-фарадних характеристик, просвiтлюючої електронної мiкроскопiї, Оже-електронної
спектроскопiї, лазерний дилатометр, розривна машина. Теоретичнi i практичнi результати, новiтнiсть
впроваджуваного: Показана можливiсть теоретичного визначення енергiї електронноє спорiдненостi
багатокомпонентних халькогенiдних стекол. Вперше встановлений механiзм переносу носiїв заряду через



гетероперехiд Ge33As12Se55 - p-Si в постiйних електричних полях. Розкрита роль поверхневих станiв на
межi подiлу г етероструктури Ge33As12Se55 - p-Si i побудована схема її енергетичних зон iз врахуванням цих
станiв. Оптимiзована технологiя виготовлення гетероструктур. Розроблений метод пошуку оптимальних
складiв стекол, стiйких до високоенергетичного електронного опромiнення. Ступiнь упровадження:
Планується. Сфера (галузь) використання: мiкро- та оптоелектронiка.

2. Investigation object: Ge33As12Se55 chalсogenide glass - crystalline p-Si heterostructure. Investigation purpose:
to determine the peculiarities of the transition and accumulation charge bearers in heterostructures
Ge33As12Se55 - p-Si, and also to discover the influence of technological regimes of film sputtering,
thermotreatment and high-energy electron irradiation on their mechanical properties on the basis of the
calculations and experimental investigations. Investigation methods and apparatus: laser interferometry, U-I
characteristics on direct and alternating current, V-C characteristics, transmission electron microscopy, Auger-
electron spectroscopy, laser dilatometer, breaking machine. Theoretical and practical results, novelty of new-
applied: The possibility of theoretical determination of electron affinity energy of multicomponent chalcogenide
glasses is shown. For the first time the mechanism of charge bearers transference through heterojunction
Ge33As12Se55 - p-Si in constant electric fields is established. The role of surfacial states on the interface of
Ge33As12Se55 - p-Si heterostructure is discovered and the cheme of its energy zone with the account of these
states is built. The technology of heterostructure fabrication is optimized. The search method of optimal
composition of glasses, stable to high-energy electron irradiation, is elaborated. Degree of application: It is
planned. Sphere (area) of application: micro- and optoelectronics.
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